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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＳＰ値が８．０～１２．０であり且つガラス転移点が３０～１００℃であるポリマーで被
覆されたアルミニウム基板上に蛍光体層を有する放射線画像変換パネルであって、少なく
とも１層の蛍光体層が気相堆積法（気相法）により５０μｍ～２０ｍｍの膜厚に形成され
たことを特徴とする放射線画像変換パネル。
【請求項２】
蛍光体が下記一般式（１）で表される化合物であることを特徴とする請求項１に記載の放
射線画像変換パネル。
　一般式（１）
　Ｍ１Ｘ・ａＭ２Ｘ′２・ｂＭ３Ｘ″３：ｅＡ
〔式中、Ｍ１はＬｉ、Ｎａ、Ｋ、ＲｂおよびＣｓから選ばれる少なくとも１種のアルカリ
金属原子であり、Ｍ２はＭ１以外のＬｉ、Ｎａ、Ｋ、ＲｂおよびＣｓから選ばれる少なく
とも一種の金属原子であり、Ｍ３はＳｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅ
ｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ａｌ、ＧａおよびＩｎから選ば
れる少なくとも１種の三価金属原子であり、Ｘ、Ｘ′およびＸ″は各々Ｆ原子、Ｃｌ原子
、Ｂｒ原子およびＩ原子から選ばれる少なくとも１種のハロゲン原子であり、Ａは、Ｅｕ
、Ｔｂ、Ｉｎ、Ｃｅ、Ｔｍ、Ｄｙ、Ｐｒ、Ｈｏ、Ｎｄ、Ｙｂ、Ｅｒ、Ｇｄ、Ｌｕ、Ｓｍ、
Ｙ、Ｔｌ、Ｎａ、Ａｇ、Ｃｕ及びＭｇから選ばれる少なくとも１種の金属原子であり、ま
た、ａ、ｂ、ｅはそれぞれ０≦ａ＜０．５、０≦ｂ＜０．５、０＜ｅ≦０．２の範囲の数
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値を表す。〕
【請求項３】
前記ポリマーがポリエステル樹脂であることを特徴とする請求項１または２項に記載の放
射線画像変換パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は輝尽性蛍光体（以下、単に蛍光体ともいう）を用いた放射線画像（以下、放射
線像ともいう）変換パネル、に関するものであり、更に詳しくは接着性が改良された気相
堆積法（気相法）により形成される輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネルに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、輝尽性蛍光体を利用した放射線画像変換パネルにより放射線像を画像化する方法
が用いられるようになってきた。
【０００３】
　この放射線像変換方法に用いられる放射線画像変換パネルの輝尽性蛍光体層には、放射
線吸収率及び光変換率が高いこと、画像の粒状性がよく、高鮮鋭性であることが要求され
る。
【０００４】
　これらの感度や画質に関する複数の因子を調整して感度、画質を改良するため、これま
で様々な検討がされてきており、それらの内、放射線画像の鮮鋭性改善の為の手段として
、例えば形成される輝尽性蛍光体の形状そのものをコントロールし感度及び鮮鋭性の改良
を図る試みがされている。
【０００５】
　これらの試みの１つとして、例えば特開昭６１－１４２４９７号等には微細な凹凸パタ
ーンを有する支持体上に輝尽性蛍光体を堆積させ形成した微細な擬柱状ブロックからなる
輝尽性蛍光体層を用いる方法がある。
【０００６】
　又、特開昭６１－１４２５００号に記載のように微細なパターンを有する支持体上に、
輝尽性蛍光体を堆積させて得た柱状ブロック間のクラックをショック処理を施して更に発
達させた輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネルを用いる方法、更には、特開昭６
２－３９７３７号に記載されたような、支持体の面に形成された輝尽性蛍光体層にその表
面側から亀裂を生じさせ擬柱状とした放射線画像変換パネルを用いる方法、更には、特開
昭６２－１１０２００号に記載のように、支持体の上面に蒸着により空洞を有する輝尽性
蛍光体層を形成した後、加熱処理によって空洞を成長させ亀裂を設ける方法等も提案され
ている。
【０００７】
　又、気相堆積法によって支持体（以下、基板ともう）上に、支持体の法線方向に対し一
定の傾きをもった細長い柱状結晶を形成した輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネ
ルが提案されている。（例えば、特許文献１を参照）
　これらの輝尽性蛍光体層の形状をコントロールする試みにおいては、いずれも輝尽性蛍
光体層を柱状とすることで、輝尽励起光（又輝尽発光）の横方向への拡散を抑える（クラ
ック（柱状結晶）界面において反射を繰り返しながら支持体面まで到達する）ことができ
るため、輝尽発光による画像の鮮鋭性を著しく増大させることができるという特徴がある
。
【０００８】
　これらの気相成長（堆積）により形成した輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネ
ルにおいては前記感度と鮮鋭性の関係が向上するが、また、擬柱状或いは柱状の輝尽性蛍
光体結晶からなる蛍光体層に更に低屈折率層を組み合わせることによって、放射線画像変
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換パネル中の層界面での反射や屈折を抑え、画質を更に向上させるなどの試みがされてい
る。（例えば、特許文献２を参照）
　しかしながら、これらの柱状輝尽性蛍光体結晶からなる輝尽性蛍光体層は、細長い柱状
の結晶を基板上に形成しているため、基板への付着性（接着性）が充分でない場合があり
、形成後、剥離しやすく、耐久性の改良が必要であった。
【特許文献１】特開平２－５８０００号公報
【特許文献２】特開平１－１３１４９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明は上記問題を鑑みてなされたものであり、本発明の目的は支持体と輝尽
性蛍光体層との付着性（接着性）を改良した放射線画像変換パネルを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の上記目的は以下の構成により達成される。
【００１１】
　（１）
ＳＰ値が８．０～１２．０であり且つガラス転移点が３０～１００℃であるポリマーで被
覆されたアルミニウム基板上に蛍光体層を有する放射線画像変換パネルであって、少なく
とも１層の蛍光体層が気相堆積法（気相法）により５０μｍ～２０ｍｍの膜厚に形成され
たことを特徴とする放射線画像変換パネル。
　（２）
蛍光体が下記一般式（１）で表される化合物であることを特徴とする１に記載の放射線画
像変換パネル。
　一般式（１）
　Ｍ１Ｘ・ａＭ２Ｘ′２・ｂＭ３Ｘ″３：ｅＡ
〔式中、Ｍ１はＬｉ、Ｎａ、Ｋ、ＲｂおよびＣｓから選ばれる少なくとも１種のアルカリ
金属原子であり、Ｍ２はＭ１以外のＬｉ、Ｎａ、Ｋ、ＲｂおよびＣｓから選ばれる少なく
とも一種の金属原子であり、Ｍ３はＳｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅ
ｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ａｌ、ＧａおよびＩｎから選ば
れる少なくとも１種の三価金属原子であり、Ｘ、Ｘ′およびＸ″は各々Ｆ原子、Ｃｌ原子
、Ｂｒ原子およびＩ原子から選ばれる少なくとも１種のハロゲン原子であり、Ａは、Ｅｕ
、Ｔｂ、Ｉｎ、Ｃｅ、Ｔｍ、Ｄｙ、Ｐｒ、Ｈｏ、Ｎｄ、Ｙｂ、Ｅｒ、Ｇｄ、Ｌｕ、Ｓｍ、
Ｙ、Ｔｌ、Ｎａ、Ａｇ、Ｃｕ及びＭｇから選ばれる少なくとも１種の金属原子であり、ま
た、ａ、ｂ、ｅはそれぞれ０≦ａ＜０．５、０≦ｂ＜０．５、０＜ｅ≦０．２の範囲の数
値を表す。〕
　（３）
前記ポリマーがポリエステル樹脂であることを特徴とする１または２に記載の放射線画像
変換パネル。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明による放射線画像変換パネルは、支持体と輝尽性蛍光体層との付着性（接着性）
に優れた効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を更に詳細に述べる。
【００１８】
　本発明は支持体上に少なくとも１層が気相堆積法（気相法）により５０μｍ～２０ｍｍ
の膜厚に形成され、該支持体がポリマーで被覆されたアルミニウム基板であることを特徴
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とする放射線画像変換パネルであり、これらの構成により本発明の目的を達成できたもの
である。
【００１９】
　上記ポリマー被覆されるポリマーとしては、例えば、ゼラチン、誘導体ゼラチン、コロ
イド状アルブミン、カゼイン等の蛋白質；カルボキシメチルセルロース、ジアセチルセル
ロース、トリアセチルセルロース等のセルロース化合物；寒天、アルギン酸ソーダ、澱粉
誘導体等の糖誘導体；合成親水性コロイド例えばポリビニルアルコール、ポリ－Ｎ－ビニ
ルピロリドン、ポリエステル樹脂、ポリアクリル酸共重合体、ポリアクリルアミド又はこ
れらの誘導体及び部分加水分解物、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリルニトリル、ポリアクリ
ル酸エステル等のビニル重合体及びその共重合体、ロジン、シェラック等の天然物及びそ
の誘導体、その他多くの合成樹脂類が挙げられる。
【００２０】
　又、スチレン－ブタジエン共重合体、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸エステル及びそ
の誘導体、ポリ酢酸ビニル、酢酸ビニル－アクリル酸エステル共重合体、ポリオレフィン
、オレフィン－酢酸ビニル共重合体等のエマルジョンも使用することができる。その他カ
ーボネート系、ポリエステル系、ウレタン系、エポキシ系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩
化ビニリデン及びポリピロールのごとき有機半導体も使用することができる。また、これ
らのバインダーは２種以上を混合して使用することもできる。中でも、ポリエステル樹脂
が好ましい。
【００２１】
　ポリエステル樹脂としては、具体的には多塩基酸、例えば、無水フタル酸、テレフタル
酸、イソフタル酸、テトラクロル無水フタル酸、ヘキサクロロエンドメチレンテトラヒド
ロ無水フタル酸、ジメチレンテトラヒドロフタル酸、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸
等の飽和多塩基酸等、またはマレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水
シトラコン酸等の不飽和多塩基酸等の多塩基酸と、例えば、エチレングリコール、ジエチ
レングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブチレング
リコール、２，３－ブチレングリコール、１，４－ブチレングリコール、トリメチレング
リコール、テトラメチレングリコール等の二価アルコール類、グリセリン、トリメチロー
ルプロパン等の三価アルコール類、ペンタエリトリット、ジペンタエリトリット、マンニ
ット、ソルビット等の多価アルコール類、２，２－ジフェニルプロパン（ビスフェノール
Ａ）等のビスフェノール類等のポリオールとの縮合反応によって得られたポリエステル樹
脂があげられる。
【００２２】
　尚、ポリマー膜厚は０．１～２０μｍが好ましく、０．５～５μｍがより好ましい。
【００２３】
　更に、本発明においては、アルミ基板を被覆するポリマーの溶解度パラメーター（ＳＰ
）値が８．０～１２．０がであることが、本発明の効果をより奏する点で好ましい。
【００２４】
　また、ガラス転位点（Ｔｇ）が３０～１００℃であることが本発明の効果をより奏する
点で好ましい。
【００２５】
　ＳＰ値が８．０未満であると蛍光体の接着性が低下し、１２．０を超えるＡｌの耐食性
が悪くなる。
【００２６】
　ガラス転位点（Ｔｇ）は３０℃未満であると、輝尽性蛍光体のヒビワレ耐性が低下し、
１００℃を超えると輝尽性蛍光体の接着性が低下する。
【００２７】
　溶解度パラメーター（ＳＰ値）は、例えば、ＰＯＬＹＭＥＲ　ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ
　ＡＮＤ　ＳＩＥＮＣＥ，１９７４，Ｖｏｌ．１４，ＮＯ２，Ｐ１４７－１５４（ＲＯＢ
ＥＲＴ　Ｆ．ＦＥＤＯＲＳ）に記載の如く、下記式によって求められる値である。
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【００２８】
　ＳＰ＝（ΔＥｖ／Ｖ）１／２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式
　式中、ΔＥｖは蒸発エネルギー、Ｖはモル体積を示す。
【００２９】
　また、本発明の輝尽性蛍光体層は保護層を有していることが好ましい。
【００３０】
　保護層は保護層用塗布液を輝尽性蛍光体層上に直接塗布して形成してもよいし、あらか
じめ別途形成した保護層を輝尽性蛍光体層上に接着してもよい。あるいは別途形成した保
護層上に輝尽性蛍光体層を形成する手段を取ってもよい。
【００３１】
　保護層の材料としては、酢酸セルロース、ニトロセルロース、ポリメチルメタクリレー
ト、ポリビニルブチラール、ポリビニルホルマール、ポリカーボネート、ポリエステル、
ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリ塩化ビニリデン、ナイロン、ポリ四フ
ッ化エチレン、ポリ三フッ化－塩化エチレン、四フッ化エチレン－六フッ化プロピレン共
重合体、塩化ビニリデン－塩化ビニル共重合体、塩化ビニリデン－アクリロニトリル共重
合体等の通常の保護層用材料が用いられる。他に透明なガラス基板を保護層としてもちい
ることもできる。
【００３２】
　また、この保護層は蒸着法、スパッタリング法等により、ＳｉＣ、ＳｉＯ2、ＳｉＮ、
Ａｌ2Ｏ3等の無機物質を積層して形成してもよい。
【００３３】
　これらの保護層の層厚は０．１～２０００μｍが好ましい。
【００３４】
　本発明の支持体はアルミニウム基板を使用する。
【００３５】
　次に、本発明に好ましく用いられる前記一般式（１）で表される輝尽性蛍光体について
説明する。
【００３６】
　前記一般式（１）で表される輝尽性蛍光体において、ＭIは、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ及びＣｓ
等の各原子から選ばれる少なくとも１種のアルカリ金属原子を表し、中でもＲｂ及びＣｓ
の各原子から選ばれる少なくとも１種のアルカリ金属原子が好ましく、更に好ましくはＣ
ｓ原子である。
【００３７】
　Ｍ2はＭ1以外のＬｉ、Ｎａ、Ｋ、ＲｂおよびＣｓから選ばれる少なくとも一種の金属原
子であり、中でもＲｂ及びＣｓの各原子から選ばれる少なくとも１種のアルカリ金属原子
が好ましく、更に好ましくはＣｓ原子である。
【００３８】
　Ｍ3はＳｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈ
ｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ａｌ、Ｇａ及びＩｎ等の各原子から選ばれる少なくとも１
種の三価の金属原子を表すが、中でも好ましく用いられるのはＹ、Ｃｅ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ａ
ｌ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｌｕ、Ｇａ及びＩｎ等の各原子から選ばれる三価の金属原子である。
【００３９】
　ＡはＥｕ、Ｔｂ、Ｉｎ、Ｃｅ、Ｔｍ、Ｄｙ、Ｐｒ、Ｈｏ、Ｎｄ、Ｙｂ、Ｅｒ、Ｇｄ、Ｌ
ｕ、Ｓｍ、Ｙ、Ｔｌ、Ｎａ、Ａｇ、Ｃｕ及びＭｇの各原子から選ばれる少なくとも１種の
金属原子である。中でも好ましいのはＥｕ金属原子である。
【００４０】
　輝尽性蛍光体の輝尽発光輝度向上の観点から、Ｘ、Ｘ′及びＸ″はＦ、Ｃｌ、Ｂｒ及び
Ｉの各原子から選ばれる少なくとも１種のハロゲン原子を表すが、Ｆ、Ｃｌ及びＢｒから
選ばれる少なくとも１種のハロゲン原子が好ましく、Ｂｒ及びＩの各原子から選ばれる少
なくとも１種のハロゲン原子が更に好ましい。
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【００４１】
　本発明においては、輝尽性蛍光体として、ＣｓＢｒ：Ｅｕが好ましい。
【００４２】
　本発明の一般式（１）で表される輝尽性蛍光体は、例えば以下に述べる製造方法により
製造される。
【００４３】
　蛍光体原料としては、例えば、
　（ａ）ＮａＦ、ＮａＣｌ、ＮａＢｒ、ＮａＩ、ＫＦ、ＫＣｌ、ＫＢｒ、ＫＩ、ＲｂＦ、
ＲｂＣｌ、ＲｂＢｒ、ＲｂＩ、ＣｓＦ、ＣｓＣｌ、ＣｓＢｒ及びＣｓＩから選ばれる少な
くとも１種もしくは２種以上の化合物が用いられる。
【００４４】
　（ｂ）ＭｇＦ2、ＭｇＣｌ2、ＭｇＢｒ2、ＭｇＩ2、ＣａＦ2、ＣａＣｌ2、ＣａＢｒ2、
ＣａＩ2、ＳｒＦ2、ＳｒＣＩ2、ＳｒＢｒ2、ＳｒＩ2、ＢａＦ2、ＢａＣｌ2、ＢａＢｒ2、
ＢａＢｒ2・２Ｈ2Ｏ、ＢａＩ2、ＺｎＦ2、ＺｎＣｌ2、ＺｎＢｒ2、ＺｎＩ2、ＣｄＦ2、Ｃ
ｄＣｌ2、ＣｄＢｒ2、ＣｄＩ2、ＣｕＦ2、ＣｕＣｌ2、ＣｕＢｒ2、ＣｕＩ、ＮｉＦ2、Ｎ
ｉＣｌ2、ＮｉＢｒ2及びＮｉＩ2の化合物から選ばれる少なくとも１種又は２種以上の化
合物が用いられる。
【００４５】
　（ｃ）ＡｌＣｌ3、ＧａＢｒ3及びＩｎＣｌ3の化合物から選ばれる少なくとも１種又は
２種以上の化合物が用いられる。
【００４６】
　（ｄ）賦活部の原料としては、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｉｎ、Ｃｓ、Ｃｅ、Ｔｍ、Ｄｙ、Ｐｒ、Ｈ
ｏ、Ｎｄ、Ｙｂ、Ｅｒ、Ｇｄ、Ｌｕ、Ｓｍ、Ｙ、Ｔｌ、Ｎａ、Ａｇ、Ｃｕ及びＭｇ等の各
原子から選ばれる金属原子を有する化合物が用いられる。
【００４７】
　また、一般式（Ｉ）で表される化合物において、ａは０≦ａ＜０．５、好ましくは０≦
ａ＜０．０１、ｂは０≦ｂ＜０．５、好ましくは０≦ｂ≦１０-2、ｅは０＜ｅ≦０．２、
好ましくは０＜ｅ≦０．１である。
【００４８】
　上記の数値範囲の混合組成になるように前記（ａ）～（ｄ）の蛍光体原料を秤量し、乳
鉢、ボールミル、ミキサーミル等を用いて充分に混合する。
【００４９】
　尚、前記の焼成条件で一度焼成した後、焼成物を電気炉から取り出して粉砕し、しかる
後、焼成物粉末を再び耐熱性容器に充填して電気炉に入れ、前記と同じ焼成条件で再焼成
を行えば蛍光体の発光輝度を更に高めることができる、また、焼成物を焼成温度より室温
に冷却する際、焼成物を電気炉から取り出して空気中で放冷することによっても所望の蛍
光体を得ることができるが、焼成時と同じ、弱還元性雰囲気もしくは中性雰囲気のままで
冷却してもよい。また、焼成物を電気炉内で加熱部より冷却部へ移動させて、弱還元性雰
囲気、中性雰囲気もしくは弱酸化性雰囲気で急冷することにより、得られた蛍光体の輝尽
による発光輝度をより一層高めることができる。
【００５０】
　また、本発明の輝尽性蛍光体層は気相成長法によって形成される。
【００５１】
　輝尽性蛍光体の気相成長法としては蒸着法、スパッタリング法、ＣＶＤ法、イオンプレ
ーティング法、その他を用いることができる。
【００５２】
　本発明においては、例えば、以下の方法が挙げられる。
【００５３】
　第１の方法の蒸着法は、まず、支持体を蒸着装置内に設置した後、装置内を排気して１
．３３３×１０-4Ｐａ程度の真空度とする。
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【００５４】
　次いで、前記輝尽性蛍光体の少なくとも一つを抵抗加熱法、エレクトロンビーム法等の
方法で加熱蒸発させて前記支持体表面に輝尽性蛍光体を所望の厚さに成長させる。
【００５５】
　この結果、結着剤を含有しない輝尽性蛍光体層が形成されるが、前記蒸着工程では複数
回に分けて輝尽性蛍光体層を形成することも可能である。
【００５６】
　また、前記蒸着工程では複数の抵抗加熱器あるいはエレクトロンビームを用いて共蒸着
し、支持体上で目的とする輝尽性蛍光体を合成すると同時に輝尽性蛍光体層を形成するこ
とも可能である。
【００５７】
　蒸着終了後、必要に応じて前記輝尽性蛍光体層の支持体側とは反対の側に保護層を設け
ることにより本発明の放射線画像変換パネルが製造される。尚、保護層上に輝尽性蛍光体
層を形成した後、支持体を設ける手順をとってもよい。
【００５８】
　さらに、前記蒸着法においては、蒸着時、必要に応じて被蒸着体（支持体、保護層又は
中間層）を冷却あるいは加熱してもよい。
【００５９】
　また、蒸着終了後輝尽性蛍光体層を加熱処理してもよい。また、前記蒸着法においては
必要に応じてＯ2、Ｈ2等のガスを導入して蒸着する反応性蒸着を行ってもよい。
【００６０】
　第２の方法としてのスパッタリング法は、蒸着法と同様、保護層又は中間層を有する支
持体をスパッタリング装置内に設置した後、装置内を一旦排気して１．３３３×１０-4Ｐ
ａ程度の真空度とし、次いでスパッタリング用のガスとしてＡｒ、Ｎｅ等の不活性ガスを
スパッタリング装置内に導入して１．３３３×１０-1Ｐａ程度のガス圧とする。次に、前
記輝尽性蛍光体をターゲットとして、スパッタリングすることにより、前記支持体上に輝
尽性蛍光体層を所望の厚さに成長させる。
【００６１】
　前記スパッタリング工程では蒸着法と同様に各種の応用処理を用いることができる。
【００６２】
　第３の方法としてＣＶＤ法があり、又、第４の方法としてイオンプレーティング法があ
る。
【００６３】
　また、前記気相成長における輝尽性蛍光体層の成長速度は０．０５μｍ／分～３００μ
ｍ／分であることが好ましい。成長速度が０．０５μｍ／分未満の場合には本発明の放射
線画像変換パネルの生産性が低く好ましくない。また成長速度が３００μｍ／分を越える
場合には成長速度のコントロールがむずかしく好ましくない。
【００６４】
　放射線画像変換パネルを、前記の真空蒸着法、スパッタリイング法などにより得る場合
には、結着剤が存在しないので輝尽性蛍光体の充填密度を増大でき、感度、解像力の上で
好ましい放射線画像変換パネルが得られ、好ましい。
【００６５】
　蒸着を行うるつぼは蒸着方式を抵抗加熱方式、ハロゲン加熱方式ＥＢ（エレクトロンビ
ーム）方式などの加熱方式によって異なる。
【００６６】
　前記輝尽性蛍光体層の膜厚は、放射線画像変換パネルの使用目的によって、また輝尽性
蛍光体の種類により異なるが、本発明に記載の効果を得る観点から５０μｍ～１ｍｍが好
ましく、より好ましくは５０～８００μｍである。
【００６７】
　また、本発明においては、輝尽性蛍光体層を形成する前に、支持体表面にプラズマ処理
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、コロナ放電処理、グロー放電処理、レーザー処理、オゾン酸化処理、紫外線処理等のエ
ネルギー処理を施しても良い。
【００６８】
　本発明においては、柱状結晶間の間隙に結着剤等充填物を充填してもよく、輝尽性蛍光
体層の補強となるほか、高光吸収の物質、高光反射率の物質等を充填してもよい、これに
より前記補強効果をもたせるほか、輝尽性蛍光体層に入射した輝尽励起光の横方向への光
拡散の低減に有効である。
【００６９】
　高反射率の物質とは、輝尽励起光（５００～９００ｎｍ、特に６００～８００ｎｍ）に
対する反射率の高い物質のことをいい、例えば、アルミニウム、マグネシウム、銀、イン
ジウム、その他の金属等、白色顔料及び緑色～赤色領域の色材を用いることができる。白
色顔料は輝尽発光も反射することができる。
【００７０】
　白色顔料としては、例えば、ＴｉＯ2（アナターゼ型、ルチル型）、ＭｇＯ、ＰｂＣＯ3

・Ｐｂ（ＯＨ）2、ＢａＳＯ4、Ａｌ2Ｏ3、Ｍ（II）ＦＸ（但し、Ｍ（II）はＢａ、Ｓｒ及
びＣａの各原子から選ばれるの少なくとも一種の原子であり、ＸはＣｌ原子又はＢｒ原子
である。）、ＣａＣＯ3、ＺｎＯ、Ｓｂ2Ｏ3、ＳｉＯ2、ＺｒＯ2、リトポン（ＢａＳＯ4・
ＺｎＳ）、珪酸マグネシウム、塩基性珪硫酸塩、塩基性燐酸鉛、珪酸アルミニウムなどが
あげられる。
【００７１】
　これらの白色顔料は隠蔽力が強く、屈折率が大きいため、光を反射したり、屈折させる
ことにより輝尽発光を容易に散乱し、得られる放射線画像変換パネルの感度を顕著に向上
させることができる。
【００７２】
　また、高光吸収率の物質としては、例えば、カーボンブラック、酸化クロム、酸化ニッ
ケル、酸化鉄など及び青の色材が用いられる。このうちカーボンブラックは輝尽発光も吸
収する。
【００７３】
　また、色材は、有機又は無機系色材のいずれでもよい。
【００７４】
　有機系色材としては、例えば、ザボンファーストブルー３Ｇ（ヘキスト製）、エストロ
ールブリルブルーＮ－３ＲＬ（住友化学製）、Ｄ＆ＣブルーＮｏ．１（ナショナルアニリ
ン製）、スピリットブルー（保土谷化学製）、オイルブルーＮｏ．６０３（オリエント製
）、キトンブルーＡ（チバガイギー製）、アイゼンカチロンブルーＧＬＨ（保土ヶ谷化学
製）、レイクブルーＡＦＨ（協和産業製）、プリモシアニン６ＧＸ（稲畑産業製）、ブリ
ルアシッドグリーン６ＢＨ（保土谷化学製）、シアンブルーＢＮＲＣＳ（東洋インク製）
、ライオノイルブルーＳＬ（東洋インク製）等が用いられる。
【００７５】
　また、カラーインデクスＮｏ．２４４１１、２３１６０、７４１８０、７４２００、２
２８００、２３１５４、２３１５５、２４４０１、１４８３０、１５０５０、１５７６０
、１５７０７、１７９４１、７４２２０、１３４２５、１３３６１、１３４２０、１１８
３６、７４１４０、７４３８０、７４３５０、７４４６０等の有機系金属錯塩色材もあげ
られる。
【００７６】
　無機系色材としては群青、例えば、コバルトブルー、セルリアンブルー、酸化クロム、
ＴｉＯ2－ＺｎＯ－Ｃｏ－ＮｉＯ系等の無機顔料があげられる。
【００７７】
　即ち、これら支持体の表面は滑面であってもよいし、輝尽性蛍光体層との接着性を向上
させる目的で支持体の表面をマット面としてもよい。
【００７８】
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　本発明の輝尽性蛍光体の発光波長域は３００～５００ｎｍであり、一方輝尽励起波長域
は５００～９００ｎｍであるので前記の条件を同時に満たすが、最近、診断装置のダウン
サイジング化が進み、放射画像変換パネルの画像読み取りに用いられる励起波長は高出力
で、且つ、コンパクト化が容易な半導体レーザが好まれ、そのレーザ光の波長は６８０ｎ
ｍであることが好ましく、本発明の放射線画像変換パネルに組み込まれた輝尽性蛍光体は
、６８０ｎｍの励起波長を用いた時に、極めて良好な鮮鋭性を示すものである。
【００７９】
　即ち、本発明の輝尽性蛍光体はいずれも５００ｎｍ以下に主ピークを有する発光を示し
、輝尽励起光の分離が容易でしかも受光器の分光感度とよく一致するため、効率よく受光
できる結果、受像系の感度を高めることができる。
【００８０】
　レーザとしては、例えば、Ｈｅ－Ｎｅレーザ、Ｈｅ－Ｃｄレーザ、Ａｒイオンレーザ、
Ｋｒイオンレーザ、Ｎ2レーザ、ＹＡＧレーザ及びその第２高調波、ルビーレーザ、半導
体レーザ、各種の色素レーザ、銅蒸気レーザ等の金属蒸気レーザ等がある。通常はＨｅ－
ＮｅレーザやＡｒイオンレーザのような連続発振のレーザが望ましいが、パネル１画素の
走査時間とパルスを同期させればパルス発振のレーザを用いることもできる。
【００８１】
　また、特開昭５９－２２０４６号に示されるような、発光の遅延を利用して分離する方
法によるときは、連続発振レーザを用いて変調するよりもパルス発振のレーザを用いる方
が好ましい。
【００８２】
　上記の各種レーザ光源の中でも、半導体レーザは小型で安価であり、しかも変調器が不
要であるので特に好ましく用いられる。
【００８３】
　例えば、輝尽励起波長が５００～９００ｎｍで輝尽発光波長が３００～５００ｎｍにあ
るような実用上好ましい組合わせの場合、フィルタとしては例えば東芝社製Ｃ－３９、Ｃ
－４０、Ｖ－４０、Ｖ－４２、Ｖ－４４、コーニング社製７－５４、７－５９、スペクト
ロフィルム社製ＢＧ－１、ＢＧ－３、ＢＧ－２５、ＢＧ－３７、ＢＧ－３８等の紫～青色
ガラスフィルタを用いることができる。又、干渉フィルタを用いると、ある程度、任意の
特性のフィルタを選択して使用できる。光電変換装置としては、光電管、光電子倍増管、
フォトダイオード、フォトトランジスタ、太陽電池、光導電素子等光量の変化を電子信号
の変化に変換し得るものなら何れでもよい。
【実施例】
【００８４】
　以下に実施例をあげて本発明を具体的に説明するが、本発明の実施態様はこれらに限定
されない。
【００８５】
　（実施例）
　《放射線画像変換パネル試料１～７（試料Ｎｏ．１～７）の作製》
　以下にしめすように、０．５ｍｍ厚のアルミニウム板支持体の表面（平均表面粗さ０．
０２μｍ）に図１で示した蒸着装置を用いて、輝尽性蛍光体（ＣｓＢｒ：Ｅｕ）を有する
輝尽性蛍光体層を形成した。
【００８６】
　尚、アルミ基板への樹脂被覆はスピンコーターを用いて膜厚が１．５μｍとなるように
行った。なお、コート後には、１５０℃、１時間の条件で熱処理を行った。
【００８７】
　真空チャンバー内を一旦排気した後、Ａｒガスを導入して１．０×１０-2Ｐａとなるよ
うに真空度を調整し、支持体の表面温度を１００℃となるように保持しながら、輝尽性蛍
光体層の膜厚が４００μｍとなるまで蒸着を行ない放射線像変換パネル試料を形成した。
【００８８】
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　なお図１に示した蒸着装置においては、支持体中心と直交する法線上に蒸着源を配置す
ることとし支持体と蒸着源との距離ｄ1（６０ｃｍ）とした。蒸着中は支持体を回転させ
ながら蒸着操作を行なった。
【００８９】
　次いで、この蛍光体層を温度１５０℃で加熱処理した。乾燥空気の雰囲気内で、支持体
及び硼珪酸ガラスを有する保護層周縁部を接着剤で封入して、蛍光体層が密閉された構造
の放射線像変換パネル試料１を得た。
【００９０】
　次に、表１に示すように、被覆樹脂（ポリマーコート有無）、ＳＰ値、Ｔｇ等を変更し
た以外は放射線画像変換パネル試料１（試料Ｎｏ．１）と同様にして、放射線画像変換パ
ネル試料２～７（試料Ｎｏ．２～７）を作製した。
【００９１】
　上記、得られた試料１～７について、衝撃試験、接着性、耐食性の評価を行った。
【００９２】
　（衝撃試験）：得られた各放射線画像変換パネル試料の蛍光体層側に、直径２０ｍｍの
鉄球を高さ３０ｃｍから自然落下させた後、８０ｋＶ・２００ｍａｓの撮影条件でＸ線を
爆射。レジウス１５０（コノカミノルタ製）で読みとって画像により蛍光体への衝撃を以
下の評価基準で評価した。
【００９３】
　５：ヒビワレ無し（濃度変動無し）
　４：ヒビワレが発生（濃度変動無し）
　３：ヒビワレが発生（濃度変動１０ＳＴＰ未満）
　２：ヒビワレが発生（濃度変動１０ＳＴＰ以上５０ＳＴＥＰ未満）
　１：ヒビワレが発生（濃度変動５０ＳＴＰ以上）
　尚、輝尽性蛍光体層のヒビワレは光学顕微鏡で観察。
【００９４】
　ランク４以上であれば実用上問題無し。
【００９５】
　（耐食性の評価）
　各試料を３０℃、８０％の条件で１週間放置後、蛍光体層を剥離し、光学顕微鏡を用い
て基板の腐食状況を評価した。ランク４以上であれば問題無いレベルである。
【００９６】
　腐食ランク：直径５０μｍ以上の腐食個数（１００ｍｍ角当たり）
　５：０個
　４：１個
　３：２～６個未満
　２：６～１１個未満
　１：１１個以上
　（接着性の評価）
　アルミ基板上に有する作製した輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネル試料１～
４の保護層周縁部を接着剤で封入して、輝尽性、蛍光体層が密閉される前の各々の試料を
用いて、以下の試験を行い基板に対する付着性を評価した。
【００９７】
　各、密封する前の放射線画像変換パネル試料１～７の蛍光体層塗設面に接着テープを張
り付け、テープをはがしたときに蛍光体層が基板に付着した面積％を測定し、以下に示す
基準により付着性の評価を行った。評価の結果を表１に示す。
【００９８】
　５：蛍光体層が基板に付着した面積が１００％
　４：蛍光体層が基板に付着した面積が９５％以上１００％未満
　３：蛍光体層が基板に付着した面積が８０％以上９５％未満
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　２：蛍光体層が基板に付着した面積が６０％～８０％未満
　１：蛍光体層が基板に付着した面積が６０％未満
　ランク４以上であることが好ましいが、３以上であれば実用上問題無し。
【００９９】
【表１】

【０１００】
　表１から明らかなように、本発明の試料が比較の試料に比して優れていることが分かる
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【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の輝尽性蛍光体層の形成に用いる蒸着装置の一例を示す概略図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　蒸着装置
　２　真空チャンバー
　３　支持体回転機構（支持体回転機能）
　４　支持体
　５　蒸発源
　６　支持体表面温度制御ヒーター

【図１】
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